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Ftor menen reakciya nátiyjesinde payda bolǵan element 

tez janadı hám bul process qáwipli esaplanadı. 
Brom hám Vyurc reakciyasınan paydalanıp joqarı 

uglerod molekulasın tutqan element alıw: 
                      

                          

                       

2                          
Brom tábiyatta az tarqalǵan elementlerden biri bolıp 

esaplanadı, jáne de bul reakciya finanslıq jaqtan qımbatqa 
túsedi. 

Yod hám Vyurc reakciyasınan paydalanıp joqarı 
uglerod molekulasın tutqan element alıw: 

                    
                        

                    
2                        

Yod qattı element bolǵanlıǵı sebepli reakciya áste-
aqırınlıq penen baradı hám kóp waqıt talap etedi. 

Juwmaqlap aytqanda, tabiyiy baylıǵımızdıń biri bolǵan 
neft hám onıń ónimlerinen sonıń menen birge neft 
shıǵındılarınan, paydalanǵan jaǵdayda janar maylar 
mashqalası bir tarepleme sheshilgen bolar edi. Maqalada 
kórsetilgen neftti Vyurc reakciyası arqalı galogenlew 
teoriyalıq jaqtan dálillendi. Biraq, eksperimental tárepten 
tolıq sınawdan ótkerilip úyrenilmekte. 
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RЕZYUMЕ. Ushbu maqolada galogenlarning kimyoviy elementlari (ftor, xlor, brom va yod) yordamida neft mahsulotlari 

qoldiqlaridan sintetik yoqilg‗i olishning nazariy masalalari yoritilgan. Neft va neftdan olinadigan mahsulotlarning fizik-kimyoviy 
xarakteristikalari, shuningdek, neft qazib olishning yakuniy mahsulotlarini qayta ishlashning texnologik jarayoni keltirilgan. Maqolada 
neftdan xalq xo‗jaligida foydalanishga ham katta e‘tibor berilgan. 

РЕЗЮМЕ. В данной статье освещены теоритические вопросы получения синтетического топлива из остатков 
нефтепродуктов с помощью химических элементов галогенов (фтор, хлор, бром и йода).  Дана физическая и химическая 
характеристика нефти и продуктам, получаемых из нефти, а также технологический процесс обработки конечных продуктов 
нефтяного производства. В статье также большое внимание уделено применению нефти в народном хозяйстве.  

SUMMARY. This article highlights the theoretical issues of obtaining synthetic fuel from the remains of petroleum products using 
the chemical elements of halogens (fluorine, chlorine, bromine and iodine). The physical and chemical characteristics of oil and products 
obtained from oil are given, as well as the technological process of processing the final products of oil production. The article also pays 
great attention to the use of oil in the national economy. 
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Yarım ótkizgish kristalların nurlandırıw nátiyjesinde 

radiaciyalıq defektlerdiń payda bolıwı olardıń qásiyetleriniń 
ózgeriwine alıp keledi. Nurlandırıw nátiyjesinde payda 
bolǵan vakansiyalar hám divakansiyalar monokristall 
quramındaǵı basqa element atomları menen tásirlesip 
ekinshi defektlerdi payda etedi. 

Elektronlar dene arqalı ótkende joǵaltıwlar tiykarınan 
elektron hám ortalıq atomları arasındaǵı elektromagnit 
tásirlesiwi nátiyjesinde atomlardıń ionizaciyası hám 
tormozlanıwdaǵı elektromagnit nurlanıwda júz beredi. 
Ushıp keliwshi elektronlar atomlardıń elektronları menen 
óz-ara tásirlesip keyingi atomdı da ionizaciyalawı ushın 
jeterli energiyaǵa iye bolǵan ekinshi elektronlarǵa aylanadı.  

Energiyası 10 Mev dan úlken bolmaǵan gamma 
kvantlar hám rentgen nurlarınıń deneden ótiwinde 
tómendegi processler júz beredi: a) kvant nurlanıwdıń 
fotoelektrlik jutılwı; b) kvantlardıń kompton shashırawı; v) 
elektron-pozitron puwlarınıń payda bolıwı. 

Fotoelektrlik jutılıwda kvantlardıń derlik barlıq 
energiyası elektronlar hám atomlar arasındaǵı baylanıs 
energiyasın úziliske túsiriwge hám olardıń qozǵalıwına 
jumsaladı. Nátiyjede jeterli dárejede  úlken energiyaǵa iye 
bolǵan erkin elektronlar payda boladı hám atom menen 

kúshli baylanısqan  elektronlarǵa tásir ete baslaydı. 
Kompton shashırawda kvant nurlanıw  elektronnıń atomnan 
shashıraw processin kórsetedi. Kvant energiyasınıń bir 
bólegin  elektronǵa beriw arqalı elektrondı tezletedi. Kvant 
qálegen baǵıtta shashırawı múmkin, onday bolsa 
elektronlarda shashıraǵan kvant baǵıtında usha baslaydı.  

Radiaciyalıq tásir etiwde kristallarda dáslepki defektler, 
bular vakansiyalar hám túyinler aralıq atomlar jaylasıwı 
bolıp ótedı. 

Kristallarda radiaciyalıq tásir nátiyjesinde dáslepki 
defektler, yaǵnıy, toshkalıq defektler esaplanǵan 
vakansiyalar, túyinler aralıq atomlar sonday-aq, jaylasıwı 
hám kristall túyinge dáslepki defektlerdiń jıllılıq 
migraciyası nátiyjesinde hár qıylı kompleksler payda boladi 
[1-4]. Komplekslerdiń payda bolıwı xarakterine kristalldıń 
strukturalıq jetispewshiligi úlken tásir kórsetedi.  

Vakansiya kremniyde júdá tómen temperaturalarda 
izolyaciyalanǵan defekt túrinde boladı. Bunday jaǵdayda 
yarımótkizgishtiń dáslepki kiritpe halına baylanıslı túrde 
hár qıylı zaryadlanǵan jaǵdaylarda bolıwı múmkin hám 
vakansiya migraciyasınıń aktivaciya energiyası halına qarap 
hár qıylı boladı. Teris zaryadlanǵan vakansiyanıń migraciya 
energiyası ~ 0,13 eV, neytral vakansiyanıń migraciya 

http://www.ziyonet.uz/
http://www.еdu.uz/
http://www.химик.ru/
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energiyası bolsa ~ 0,33 eV ke teń. Bunnan kremniydegi 
teris zaryadlanǵan vakansiya kristall boyınsha strukturalıq 
defektler menen soqlıǵısıp olar menen komplekslerdi payda 
etedi. Vakansiyalar birinshi gezekte kiritilgen atomlar 
menen soqlıǵısadı. Bunday jaǵdayda energetikalıq spektrde 
izolyaciyalanǵan vakansiyalarǵa sáykes keliwshi qáddiler 
joǵaladı hám jańadan payda bolǵan vakansiya-kiritpe atomı 
komplekslerge sáykes keliwshi qáddiler payda boladı. Teris 
zaryadlanǵan vakansiyaǵa sáykes keliwshi energetikalıq 
qáddi kristalldıń 60’70 K temperaturalarda joǵaladı. 

Jeterli dárejede taza, yaǵnıy legirlengen kirispeler kem 
bolǵan materialda yamasa vakansiyadan ibarat divakansiya 
kompleksleri payda boladı: 

V + V = V2. 
Divakansiyalar tiykarınan kremniy hám kremniy-

germaniyde orta dárejede nurlandırılǵanda payda bolatuǵın 
defektlerdiń biri bolıp esaplanadı. 

Bunday defektler kremniydiń qadaǵan etilgen zonasında 
úsh qáddini beredi: 

joqarı yamasa ese teris zaryadlanǵan (Ec – 0,23) eV; 
ortasha, bir márte teris zaryadlanǵan (Ec – 0,39) eV; 
tómengi, oń zaryadlanǵan (Ev+ 0,21) eV. 
Divakansiyanıń n – tiptegi materialǵa kirispesinde ótki-

zgishlik zonasınan eki elektron shıǵarıladı hám erkin zaryad 
tasıwshılardıń kemeyiwi baqlanbaydı. Eger kúshli 
legirlengen p – tiptegi materiyalga iye bolsaq, onda 
divikansiya valentlik zonasinan gewekti shıǵarıp taslaydı, 
yaǵnıy divikansiya amfoterlik qásiyetlerge iye boladı. 
Divikansiyalardı kúydiriw ~ 570 К temperaturalarda alıp 
barıladı. Divikansiya buzılıwınıń aktivaciya energiyası ≈ 
1,3 эВ ǵa teń boladı. 

Kremniy monokristallarındaǵı infraqızıl jutılıw spektri 
arqalı alınǵan maǵlıwmatlardan divakansiyalar 2500 sm

−1
, 

2760 sm
−1

 hám 5560 sm
−1

 átirapında baqlanadı [5-8]. 
Súwrette kórsetilgenindey kremniy hám kremniy-

germaniyde 5560 sm
−1

 átirapındaǵı infraqızıl jutılıw spektri 
keltirilgen.  

 
Elektronlar menen nurlandırılǵan Si (

      
) hám 

Si1-xGex (
       

) infraqızıl nurlarınıń jutılıw spektri 
Bul monokristallar 90 K nen tómen temperaturada hám 

6·10
17

sm
-2

  dozadaǵı elektronlar menen nurlandırılǵan [9-
10]. Kremniydegi jutılıw spektri úzik sızıqta, al, kremniy-
germaniyde bolsa úzik emes sızıqta kórsetilgen. Bul jerde 
kremniydegi germaniydiń atom úlesi 3,5% ti quraydı. 
Súwrette kórinip turǵanınday, kremniy-germaniydegi 
jutılıw spektr sızıǵı kremniydegige salıstırǵanda ońǵa 
jılısqan.  

Nátiyjede spektrdiń tómen jiyilikler tárepke jıljıwı 
kremniyge germaniy atomlarınıń kirispesinde ondaǵı 
infraqızıl jutılıwdıń energiyası kemeygenligin ańlatadı. 
Spektr shoqqısınıń biyikligide onıń astındaǵı maydannıń 
derlik ózgermegenliginen kremniy atomları arasına 
germaniy atomlarınıń kirispesinde infraqızıl jutılıw 
intensivligide monokristallda payda bolǵan divakansiyalar 
konsentraciyası ózgermegen degen juwmaq shıǵarıwımız 
múmkin. 
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REZYUME. Bu maqolada spektrning past chastotalar sohasiga siljishi infraqizil yutilish energiyasi kamayishini ko‗rsatadi va hosil 

bo‗lgan divakansiyalar konsentrasiyasi o‗zgarmaydi. 
РЕЗЮМЕ. В этой статье скольжение спектра в сторону низких частот показывает уменьшение энергии инфракрасного 

поглощения и образующиеся концентрация диваканции не изменяется. 
SUMMARY. In this article, the shift of the spectrum towards low frequencies indicates a decrease in the energy of infrared 

absorption, and as a result, does not change it the concentration of divacanations. 
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